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OH 基の変化はシリカガラスの物性に様々な効

果をもたらすため、その拡散や反応メカニズムを

理解することが重要である。シリカガラスの表面

を平坦に研磨し、接触・熱処理を行うと接合する

ことができる。OH 基濃度の異なるシリカガラスを

接合し、熱処理を行うと接合界面付近で OH 基が拡

散する。我々はOH基を多く含むシリカガラス（ES）

と OH 基が比較的少ないシリカガラス（ED-A）を

接合し、熱処理に伴う接合界面付近の OH基の拡散

について研究してきた 1,2) 。今までに、ボルツマン

俣野の方法 3)を用いて OH 基濃度分布を解析し，

OH 基の拡散係数が OH 基濃度に比例するという

DoremusのOH基の拡散モデルの理論的予言 4)を確

認した 1) 。また、縦軸を OH 基濃度の最大値、横

軸をΞ = 𝑥 √𝐷0(𝑐H)𝑡0 + 𝐷(𝑐H)𝑡⁄  で規格化した OH

基濃度分布と我々が求めた OH 基濃度分布の理論

曲線が一致することにより解析方法の妥当性を確

認した 2) 。前回の研究で、ES と酸素欠乏欠陥を含

むシリカガラス（ED-B）を接合すると、理論曲線と規格化した OH 基濃度分布はすべての熱処理

条件で一致した（図 1）5) 。このことは、OH 基の拡散は酸素欠乏欠陥に影響を受けないことを示

している。図 2 に ES と ED-A の接合と ES と ED-B の接合の場合の拡散係数の OH 基濃度依存性

の比較を示す。全体的に ESと ED-B の接合の場合の拡散係数が低く、1150℃においては他と比べ

てかなり低いことを示している。 
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Fig. 2. Comparison with ES/ED-A and ES/ED-B on 
OH conc. dependence of diffusion coefficient (3σ) 
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Fig. 1. Normalized OH conc. distribution 
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